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スピントロニクスデバイスとしてグラフェンが注目されてきた[1-3]。最近、室温で 5μm [4]、極低

温で 100μm 以上[5]の長いスピン拡散長が報告された。グラフェンはスピン軌道相互作用が小さく、

高移動度で平均自由行程が長いためグラフェン中におけるスピンは向きを変えずに長い距離伝播

することが可能である。これにより、グラフェンはスピンを伝搬させる材料として適していると

考えられる。しかしながら、大面積化が可能な SiC 上グラフェンにおけるスピン注入については

あまり報告されておらず、つい最近になって報告があったが未だ数が少ない[5]。そこで我々は様々

な条件における SiC 上グラフェンにおけるスピン注入実験を試みた。前回の報告でトンネルバリ

アにアルミ酸化膜を用いて図 1 のようなデバイスを作製した。このデバイスより図 2 に示すよう

なローカル・ノンローカルの結果を得ることができた。しかし、Hanle 効果をはっきりと観測する

ことができなかった。今回の目的は SiC 上グラフェンにおけるスピン注入のアルミ酸化膜による

影響と Hanle 効果の観測である。ウエハーは半絶縁性 4H-SiC 基板を用いた。以前のアルミ酸化膜

の厚さ(14Å)とは異なる厚さの酸化膜を作製し、それによってスピン注入にどのような影響を及ぼ

すか調べた。また、Hanle 効果の観測によりスピン緩和時間を算出し、剥離グラフェンと比べて散

乱機構がどのように違うのかを調べた。 
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図 2 ローカル・ノンローカル測定結果 

 

図 1 デバイス光学写真 
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